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１．はじめに 

当研究所では文科省のナノテクプラットホーム事業の微細

加工支援機関として、半導体デバイスを中心とした技術支援

を行っている。これまで毎年半導体メーカの技術者だけでな

く、半導体デバイスを応用した研究を目指す研究者および学

生をも対象に「半導体実践セミナー」、「学生プログラム研修」、

「高専生インターンシップ」などの技術研修を実施してきた。 

半導体メーカの技術者は、ある特定のプロセスのみを専門

としている場合が多く、全プロセスを横断的に体験できる研

修とあって好評を博してきた。研修用テキストも各種装置の

マニュアルも含めた 100 ページ近くあり、内容も豊富なもの

になっている。 

 

２．短納期 CMOS デバイス 

MOSFET だけでなく CMOS デバイスを作製し、バイオセンサ

ーや受光回路との一体化および MEMS への展開を容易にする

ために、短納期で CMOS デバイスを作製するプロセスを開発し

た。短納期 CMOS デバイスで、レイアウト設計からデバイス作

製およびその特性測定までを 1週間で行う研修を実施してい

る。図1は、開発した短納期CMOSトランジスタの構造である。

プロセスの主な特徴は, (1)アクティブ領域は膜厚 500nm の酸

化膜をウェットエッチングして形成, (2)ゲート電極及び金

属配線は同一の Al層で形成, (3) 層間絶縁膜は形成しないこ

とである。これらの簡略化によって，デバイス作製時間を最

短で 4日程度に短縮することが可能となった。 

 

３．現状と今後 
図 2 はゲート長＝10 μm の CMOS インバータの入出力特性

で、正常に動作した。図 3は 3段 CMOS リングオシレータの発

振波形であり、0.75 Vp-p で約 27 MHz の発振を確認した。発

振周波数は温度により変化するため、今後温度センサとして

の利用を考える。図 4は作製した CMOS オペアンプで、両電源

で動作を確認した。今後は、センサ回路や外部への出力回路

も含めていきたい。 

 

 

図 4. 作製した CMOS オペアンプ 

図 1. CMOS トランジスタの構造 

図 2.  CMOS インバータの入出力特性 
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図 3. 3 段 CMOS リングオシレータの発振波形 
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